














に作製されたものであるが、ポスト SトCMOSを考えれば、従来 図1 Ga As上のlnSbQW-FET構造
のSトLSI技術の利用や、素子作製コスト削減の観点からも Si基板上での InSbを利用したデバイス
の作成技術の確立は極めて重要である。
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単分子層上では膜が 30° 回転するため、 InSb薄膜の（001）面が基板の法線方向を向かないた
め、ライン表面上に成長した InSbのみの情報を見ていると考えられる。そこで、図4をみる
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現時点でこの分野で先行している Intelでさえ 2μm以上の分厚いバッファ層を介して Si基
板上に InSb量子井戸型 FETを作製している。しかし我々の研究成果は、僅か 1分子層とい
う非常に薄いバッファ層を介して FET構造を作製できる可能性を持っている。しかも、その
バッファ層材料は薄膜の構成元素からなっており、バッファ層材料による薄膜汚染の問題も
起こらない。デバイス特性のデモンストレーションができれば、半導体業界に大きなインパ
クトを与えられると考えている。
今後、 InSbを用いた QW-FET作製に対する研究過程において、この膜成長法に最適なデ
バイス製造法等で特許を取得できると考えている。
(5）利用施設
極微表面解析顕微システム
超微細素子作製観察システム
高出力・高分解能X線回折システム（薄膜材料解析装置部： ATX-E)
